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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПОДСВЕТКИ  

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

nB(SL)n – СТРУКТУР НА ОСНОВЕ HgCdTe 

 
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния 

постоянной подсветки на ВАХ униполярных барьерных структур на основе 

гетероэпитаксиальных слоёв КРТ со сверхрешёткой в барьерной области в 

широком диапазоне температур. Проведён анализ объёмной и поверхностной 

компонент полного тока через структуру в темновом режиме и при воздействии 

подсветки. 
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EFFECT OF CONSTANT ILLUMINATION  

ON THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF nB(SL)n 

STRUCTURES BASED ON HgCdTe 

 
The results of experimental studies of the influence of constant illumination on the 

current-voltage characteristics of unipolar barrier structures based on heteroepitaxial 

MCT layers with a superlattice in the barrier region in a wide temperature range are 

presented. An analysis of the volume and surface components of the total current 

through the structure in the dark mode and under the influence of illumination was 

carried out. 
 

Униполярные барьерные структуры на основе гетероэпитаксиальных 

слоёв КРТ n- типа проводимости являются перспективными 

высокотемпературными детекторами для излучения средней и дальней 

области ИК-диапазона [1]. Теоретические расчёты показывают, что 

барьерная часть созданная на основе сверхрешётки с одной стороны 

препятствует току основных носителей заряда, с другой не ограничивает 
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перемещение неосновных носителей заряда [2]. На данном этапе 

внедрению подобных детекторов мешают технологические проблемы, для 

решения которых необходимо проведение экспериментов с целью подбора 

оптимальных параметров и оттачивания технологических режимов 

выращивания данных структур. Работы в этом направлении постоянно 

проводятся [3 - 5]. 

Целью работы является экспериментальное исследование влияния 

постоянной подсветки на ВАХ униполярных барьерных структур на 

основе гетероэпитаксиальных слоёв КРТ со сверхрешёткой в барьерной 

области. Для проведения исследований в ИФП СО РАН были изготовлены 

тестовые nBn-структуры со сверхрешёткой в барьерной области. 

Содержание Cd в контактном и поглощающем слоях составляет величину 

x = 0.32. Сверхрешётка сформирована чередующимися между собой 

барьерами с содержанием CdTe x = 0.75 и ямами с x = 0.04. Толщины 

соответствующих слоёв 2.5 нм и 10 нм. В процессе выращивания в 

контактный слой вводилась легирующая примесь в виде атомов индия. 

Для выделения объёмной компоненты тока и компоненты тока 

поверхностной утечки на единой подложке изготавливались структуры с 

различным поперечным сечением, поверхность которых была 

пассивирована методом атомно-слоевого осаждения слоем Al203, в 

котором для создания электрических контактов вскрывались окна и 

проводилось напыление In. 

Исследования проводились в широком диапазоне температур от 12 до 

300 К при различных уровнях постоянной подсветки, которая 

выполнялась со стороны подложки структуры. Показано, что влияние 

постоянной подсветки на ВАХ сохраняется практически до температуры 

200 К. По результатам измерений для структур с разным поперечным 

сечением были выделены объёмная и поверхностная компоненты полного 

тока через структуру в темновом режиме и при воздействии различных 

уровней постоянной подсветки. Сделаны выводы о преобладании 

различных компонент тока в зависимости от температуры структуры, 

напряжения смещения и уровня постоянной подсветки структур.  

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда 

№ 23-62-10021. 
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